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Modell-Dielektrische-Funktion

Aktuelle Resultate

Dickenabhéangigkeit der

Effektive Trager-Masse
in n- und p-leitendem a-GaN

Gruppelll - Nitride: Verallgemeinertes 4-Parameter-Semi-Quantum-Modell [1]
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a-Al,O;: siehe M. Schubert, T.E. Tiwald, C.M. Herzinger, Phys. Rev. B 61, X
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Hoch n-leitendes a-GaN:

» Die starke Plasmon-Phonon-Kopplung erlaubt die Bestimmung
von N-m* und N-p mit hoher Genauigkeit.

» 1st N hinreichend genau bekannt (Hall-Messungen), kann m*
bestimmt werden:

p-leitendes a-GaN:

» Schwache Plasmon-Phonon-Kopplung wegen geringer
Konzentration und groRer effektiver Masse der Locher
im Vergleich zu Elektronen.

‘Wir danken Dr. V.. Riedefiir wertvolle Diskussionen sowie U. Teschner und H.-J. vom Hofe
(alle Universitt L eipzig) fir die Durchfiirung der Hall- und Reman-Messungen.

Locherkonzentration in p-dotiertem a-GaN

Hervorragende Ubereinstimmung von
IRSE- und Raman-Experiment
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Stérmoden und
Oberflachen-Verarmungsschicht in

Phononen und FLT-Parameter in p-leitendem b-GaN

hoch Si-dotiertem a-GaN

Wir danken Herrn HD Dr. D. J. As, Universitét Paderborn, fur die
freundliche Ber eitstellung der b-GaN-Probe.

» Unabhéngig von der Art und vom Grad der Dotierung treten bei

1278 cnrt und 1308 cm weitere Moden (opt. Kombinationen, [2])

[21 H. Seegle, G Kaczmarczyk, L. Filippicis, A. P. Litvinchuk, A. Hoffmann, C. Thomeen, Phys. Rev. B 55, 7000 (1997)
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